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Resumen 
Se reportan una serie de crecimientos de películas delgadas de 
TiO2 por la técnica de deposición rf magnetrón sputtering. Las 
condiciones de crecimiento fue, a una potencia de radio 
frecuencia a 150 watt, una presión de crecimiento de 10mtorr la 
cual tiene una distribución 1:1 de 5mtorr de oxigeno y 5mtorr 
de argón, con un blanco de titanio de una pureza de 99.999%, y 
una distancia de separación blanco sustrato de 10cm, y sobre 
un sustrato de vidrio Corning. El parámetro que se vario fue la 
temperatura la cual fueron 300oC, 400oC y 500oC donde las 
técnicas de caracterización óptica determinamos su gap de 
energía entre 2.84 y 3.3 eV, dado tanto para la fase rutile como 
para la fase anatasa, y mediante la difracción de rayos x y 
micro Raman nos muestran su poli critanilidad, su orientación 
y sus modos vibracionales de estas muestras. Por difracción de 
rayos x podemos determinar también su tamaño de grano 
promedio y lo verificamos con microscopia de fuerza atómica 
lo cual nos muestra una variación de su tamaño el cual varia de 
0.98Å a 2.78Å como se muestra en las figuras de MFA 
obteniendo una caracterización completa de nuestras muestras 
 
Introducción   
Actualmente se utiliza una diversidad de técnicas de 
crecimiento de películas delgadas para su elaboración. Las más 
comunes es la técnica de sol-gel (3-4), roció pirolítico y rf 
sputtering la cual es la que estudiaremos en este trabajo debido 
a las características que presenta esta técnica de crecimiento.  
 
Procedimiento Experimental 
Los crecimientos de las películas delgadas de TiO2 fueron 
realizados, con un magnetrón sputtering con un blanco de 5 
pulgadas de titanio con una pureza de 99.999%, sobre un 
sustrato de vidrio Corning con un tamaño de 1 pulgada x 1 
pulgada donde la potencia de crecimiento se mantuvo constante 
de 150 Watt con una presión constante de 10mTorr de 
crecimiento en la cual esta dada por 5mTorr de oxigeno y 
5mTorr de argón, la distancia blanco sustrato fue de 10cm. El 
parámetro que se vario fue la temperatura de crecimiento la 
cual fue de 300º, 400º y 500ºC durante un tiempo de 1 hora y 
30 minutos.  
 
 
 
 
 

Resultados y Análisis 
En base a los resultados experimentales obtenido mediante 
absorción óptica, espectroscopia foto acústica, difracción de 
rayos x, micro Raman, y microscopia de fuerza atómica hemos 
obtenido su caracterización de las muestras crecidas por la 
técnica de rf sputtering, donde el parámetro variado fue la 
temperatura de deposición, esto nos dio que a medida que se 
amentaba la temperatura la cristanivilidas varia y hay un 
cambio de su gap de energía de las muestras, esta 
cristanivilidad la podemos apreciar después de caracterizar las 
muestras como por ejemplo con difracción de rayos x, y micro 
Raman. La cual en la muestra de 300ºC se nota el pico de 
anatasa en le orientación 1,0,0 y los modos vibracionales del 
TiO2 . 

 
Figura 1. Difracción de rayos x de las muestras de TiO2 
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